
Band-Gap reference 
 
1971: Robert Widlar – LM113, „referenční dioda“ na bázi principu „Band-Gap“. 

 

 

 

Q1 .. asi 10x větší plocha 
emitoru než u Q2 ⇒ UBE 
tranzistoru Q2 je asi o 
70mV menší než u Q1. 
Tento rozdíl je na R5. Na 
R4 bude napětí asi R4/R5 
krát větší, tj. 590mV. Toto 
napětí je připočteno k UBE 
tranzistoru Q4 (asi 630mV), 
takže výstupní napětí je asi 
1,22V. 
Malá teplotní závislost. 

Jednoduché zapojení „Band-Gap“: 
R2=6kΩ, pravou větví teče podstatně menší proud než 
levou. Proto úbytky napětí na „levých“ diodách jsou asi o 
0,1V větší než v pravé větvi (0,6V oproti 0,5V). Napětí na 
levé větvi je 0,6x7=4,2V, na pravé větvi na diodách 
0,5x6=3V, rozdíl 1,2V je na výstupu.  
Teplotní koeficient je zanedbatelný: při změně teploty se 
změní napětí na diodách, jejich rozdíl je stálý. 
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